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M. PAWLOWSKA, W, WIERZCHOWSKI, I. DABROWSKA, A, MATERNA: Defekty strukturalne
w monokrysztatach GaAs o niskiej gestosci dyslokacji

Badano doskonstodé struktury niskodyslokacyjnych /2§30x102 cn'z/ monokryszta-
16w GaAs. Zastosowano metody: rentgenowskiej topografii, katodoluminescencji

i chemicznego trawienia. Standardowa metoda oceny struktury po trawieniu w roz-
topionym KOH pozwala ne ujaswnienie tylko dyslokacji, nie ujeswnia mikrowydzielen .
Mikrowydzielenia moge by¢ ujawnione selektywnym trawieniem chemicznym w roztwo-
rze AB,

M. PAWLOWSKA, I, DABROWSKA, W. ORLOWSKI: Badania doskonatosci strukturalnej
monokrysztatéw SI GaAs

Badano doskonalos$é struktury monokrysztaléw péiizolacyjnego GeAs, niedomiesz=
kowanych oraz donieszkowanzch In, Cr lub V. Wykorzystano metode katodolumines=-
cencji i obserwacji mikroskopowych po selektywnym trawieniu chemicznym w rozt=-
worze AB. W monokrysztatach niedomieszkowanych orasz domieszkowanych Cr lub Vv
obserwowano “"komérkowy"” uklad defektéw, W monokrysztatach domieszkowanych In
defekty byly zgrupowane w pasma poslizgu.

W. WIERZCHOWSKI, K. MAZUR: Rentgenograficzne badania péiizolacyjnych monokrysz=
tatéw GeAs

Za pomocg metod topografii rentgenowskiej badano pétizolacyjne monokrysztaty
GaAs zardéwno siabo domieszkowane jek i silnie domieszkowane indem. Uzyskano
szereg charakterystycznych przykladéw struktury defektowej, a szczegélnie
struktury komérkowej. Badano réwniez wystepujace w krysztatach maekrodeformacje
sieci. g

R. JABLONSKI, M, PALCZEWSKA, W, ORLOWSKI, A. HRUBAN, K. NOWYSZ: Badanie me todg
ESR pétizolacyjnych krysztatéw GaAs i InP naswietlanych elektronami

Badano metodg ESR i foto-ESR defektz powstajece w pdlizolacyjnym arsenku galu
i fosforku indu pod wpiywem naswietlania elektronsmi o energii 6 MeV. Dawka
naswietlania wynosila 1018 e c¢m=2, W krysztatach InP: Fe obserwowano kompleks -
Fe-RD o symetrii trygonalnej. Po naswietlaniu $wiatlem A = 1,3 um obserwowano
nowe linie o symetrii rombowej. Wyznaczono stale obserwowanego widma.

R.S. WADAS: Wyjasnienie catkowitego i ulamkowego zjawiska Halla

Opisano klasycznx i kwantowy efekt Halla. W efekcie Hells pole magnetyczne Hy
indukuje dwie skiadowe pole elektrycznego E, i E,,. Wyjasniono dodatni i ujem-
ny wspétczynnik Halla réznych pierwiastkéw oraz zalkouity i ulamkowy efekt
Halla.
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M. PAWLOWSKA, W, WIERZCHOWSKI 1I. DABRWSKA, A. MATERNA: Structural defects
in low-dislocation GaAs single crystals

Structure perfection of low-dislocation GaAs /2030x102 cn'a/ single crystals
hes been investigated. X-ray diffraction topogrephy, cathodoluminescence
images and chemical etching techniques have been used. The standard method

of crystal perfection eveluations by KOH etching revesls only dislocations,
but don”t give full information about the other imperfections e.g. micropreci-
pitates. This information can be given by subtle selective chemical etching.

M, PAWLOWSKA, I. DABROWSKA W, ORLOWSKI: The investigation of SI GaAs single
crystals perfection

The structure perfection of SI GaAs single crystals undoped and/or In, Cr, V
doped has been investigated. The cethodoluminescence images, optical micro-
scope observation after selective chemicel etching in AB solution have been
used., The,cellural structure” of defects was observed in undoped end Cr or V
doped crystals, In Indium doped GaAs crystals slip dislocation bands structure
has been observed.

W. WIERZCHOWSKI, K. MAZUR: X-ray investigation of semi-insulating GsAs single
crystals

The slightly doped and heavily In-doped Si GaAs crystals are studied by means
of X-ray diffraction topographI. Some characteristic examples of the defect
structure, and particularly cellular structure are considered. The macro-
scopical deformation of the lattice is also studied.

R. JABLONSKI, M. PALCZEWSKA, W. ORLOWSKI, A, HRUBAN, K., NOWYSZ: ESR study
of paramagnetic defects in electron-~irradiated InP and GaAs crystals

The ESR experiment in electron-irradiated InP:Fe at 4.2 K revealed intense
lines with strong trigonalsynmetry attributed to the defect complex invelving
Fe-ion and radiation defect. The decrease after sample illumination with
infrared monochromatic light. Simultaneously, there appear new resonance lines
with strong angular dependence.They can be described by spin Hamiltonian with
rhombic symmetry.

R.S. WADAS : éxplanation of integer and of fractional Hall effect

Classical and quantum Hall effect has been described., Two electric field
components E, and Ey are induced by magnetic field H;, in the Hall effect.
Negative and positive Hall coefficient, integer and fractional effect has been
explained.
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M. TABJOBCKA, B, BEKXOBCKH, M. JOMBPOBCKA, A. MATOPHA: CTpykTypHHe aebeKTH
B HHU3KOIHCIOKALIMOHHHX MOHOKDHCTAaJlJax GeAs 2

dccres0BaHO CTPYKTYPHOe COBEPmeHCTBO HM3KOLMCIOKALMOHHHX (Z2430x10 cu'z) MOHO-

KpHCTaaJoB GaAs. JcnonpaoBaHO METOZH: PEHTrEeHOBCKOH Tomorpaduu, KaToLOJKMHHEC—

LeHUHMH ¥ XUMHYEeCKOro TpaBleHnd, Cranzapruuif MeToj OLEHKH CTPYKTYPHOIO COBepUeH®
cTBa nocie TpaBJaeRus B pacniaeneHHoM KOH BwaBNAeT TOXBKO IUCJOKAUWKH, HO HE BHA-
BIAET MHUKPOLepeKTOB, MukpoIedeKTH MOKHO BHABUTH MOCTE CEJNeKTHBHOIO XHUMHYECKOTO

TpaBJeHHA B cMeck AB,

M. IIABJIOBCKA, #. JIOMBPOBCKA, B. OPJIOBCKH: MccaenoBaHue CTPYKTYPHOrO COBepmEeHCTBa
MOHOKDHCTAJJIOB NOJyH3aoaupywmero GeAs

.HccaenoBaHo COBEPMEHCTBO CTPYKTYPH MOHOKPHCTAIIOB NOJXyH30iHpywmero G8AS pejnerspo-

BaHHOT'O H JersposaHHoro In, Cr Jam6o V, Henoar3oBaHO KaTOLOJKMHHECUEHIHD

¥ HaGaDIeHHe MHKDOCKONMHYECKMX H3oOpaxeHHH# mocile CeJleKTHBHOI'O XMMHYECKOro Tpasie-

HEA B cMecH AB. Pacnosoxerue nedekToB Owuo "cellural structure” B HeJlerHpOBaHHOM
GaAs a Takxe JerspoBaHHOM Cr mam V, B GeAs JerupoBaHHOM In JepeKTH OHIH Crpyn-

NHPOBAHH K DaCHOJOXEeHH B HanpaBJIeHHAX NJIOCKOCTe# CKOIbXEHHA.

B, BEXXORBCKH, K. MA3YP: PeHTTreHOBCKHE HKCCJeIOBAHUA INOJYNPOBOLHHKOBHX MOHOKpPACTa=-
JJIOB apCeHUfa raiaud

CHIBHO JIeTHPOBAHHHE ¥ CHJIbHO JSTHPOBAaHHHE HHIOM MOHOKPHCTAJJH MOJYH3O0JANHOHHOIO
apceHuza ranuA OGHAM MCCJAENOBAHH NpPH NMOMOMM METOLOB PEHTreHOBCKOU Tomorpaduu.
PaccMOTpeHO pAJl XapaKTepHCTHYeCKHX NpuMepoB nedekTHO# cTpyxTypH. Buaa rToxe uccie-
LOoBaHA MaKpOCKOomuYeckasa IedopMalud KPHUCTANANYECKOR pemeTKH.

P. SIBJIOHCKM, M. TNAJNBYEBCKA, B. OPJOBCKA, A. XPYEAH, K. HOBHI: McciezoBanue MeTO-
AoM ESR MOJYM3OJIHPyRmMuUX KpuCTaMnoB GeAsu InPoGIydyeHHHX O3JeXTPOHaMH

HccneroraHo meTozoM ESR B doTo-ESR nepekTH NMOABAANMHECH B ?gAs H I£P nocxe o6ay=-
YeHHA 2JeKTPOHaMH C 3Heprue# 6 MeV, Josa obayuyeHnua Oumiaa 1C e cM~©, B KpucTaJIax
InP:Fe _ HaGawiaJCcA KOMmJIeKC Fe-RD ¢ Tpuroraxabuol cumMmerpueit, Ilocie obayueHHus
ceeroM A= 1,3 UM HaGawgasca HOBHH#t nuk ¢ pomGoBo# cummerpuef#t. OmpeneneHo nmoCTOHH-
HHe HOBOT'O NHKa,

P.C. BAJIAC: O6BbACHeHHe HOPMAJBHOTO M Apo6HOro s¢pexror Xoaxaa

OnucaHo KiacCHUeCKHH M KBaHTCBHH appexTH Xoana. B sdhdekre Xoana MarsHuTHoe noae Hy
HHIYyLUXpYyeT LBa KOMIOHEeHTa JJieKTPHYeCKoro ncia Ex u . O6BACHEHO HOJOXHUTeJbHHH

¥ orpHuaTeabHud koddduuMeHTH XoJjsa pPA3HHX OJJIEMEHTOB, HOPMAJbBHHR M ApOGHHHU BddexTH
Xonna.




0D REDAKCII

Zwigzki péiprzewodnikowe, a szczegélnie zwigzki grupy Arrr By znajduje coraz
szersze zastosowanie w masowej produkcji przyrzedéw péiprzewodnikowych. Trady-
cyjnymi juz przyrzedami sg diody elektroluminescencyjne i wskazniki cyfrowe.
Intensywny rozwéj nowych zastosowari tych materialéw jest zwigzeny ze specyficz-
nymi wiasnoéciami fizycznymi, umozliwiajecymi ich zestosowanie na elementy sys-
temébw lgcznosci $wiatlowodowej /lesery, detektory na zakres 0,8 um oraz 1,3 um/
a takze elementy techniki mikrofalowej w ukladach o bardzo szybkim dzialaniu,
jak: diody Gunn“a, diody Schottky ego, tranzystory polowe, uktady scalone /sys-
temy lgcznodci satelitarnej, bardzo szybkie komputery itp./. Rozwéj produkcji
tych przyrzadéw stal sig mozliwy dzieki postepowi w dziedzinie technologii
zwigzkdw AIiI By, . Opracowanie nowych metod syntezy i monokrystalizacji oraz
epitaksji pozwala obecnie uzyskiwa¢ monokrysztaly arsenku gslu /GeAs/ i fosfor-
ku indu /InP/ o wysokiej ruchliwodci noénikéw, maiym stopniu skompensowania

i wysokiej perfekcji strukturalnej. Wytwarzanie zwigzkéw wieloskladnikowych
pozwala na stymulowanie w szerokim zekresie wlasnoéci tych materialéw. Szcze-
gélnie intensywny rozwdéj zastosowar wigze sig¢ z postepem w technologii mono-
krystalizacji GaAs. Uzyskanie monokrysztalédw GaAs o wiasnosciach péiizolacyj-
nych /106,109!?-cm/ o $rednicy 51+75 mm, duzej jednorodnosci, termostabilnoéci
a takze o matej gestosci dyslokacji pozwolilo wytworzy¢ przy stosowaniu techni-
ki implantacji lub epitaksji bardzo szybkie ukiedy scalone.

Postep w dziedzinie technologii zwigzkéw AIII Bv stal sie mozliwy dzieki
intensywnym badaniom ich wlasnos$ci fizycznych. Kompleksowe badania struktury
przy zastosowaniu metod rentgenowskich, mikroskopii elektronowej i metalogra-
ficznych w poleczeniu z badaniami wlasnosci elektrycznych i optycznych oraz
interpretacja obserwowanych zjawisk dostarczyiy technologom informacji pozwa-
lajacych na ulepszanie metod syntezy, monokrystalizacji, obrédbki mechanicznej
piytek i epitaksji.

W Instytucie Technologii Materialdéw Elektronicznych se prowadzone prace,
zakrojone na szeroka skale, nad technologig wytwarzanis materialdéw péiprzewod-
nikowych grupy Arrr BV’ Postep tych prac jest zwigzany s$cidle z rozwojem metod
badan tych materiaéw.

Doceniajac wazno$¢ problematyki rozwoju metod oceny wiasnosci materiaiéw
Ar11 By poswigcamy niniejszy numer Materialédw Elektronicznych tym zagadnieniom.







INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatéw Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazéwek:

i

10.

1.

12.

13.

14.

Objetosci artykutéw nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wigcej niz
31 wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowa¢ kolejno.
U gory kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w 2 egzemplarzach; powinny by¢ dotgczone kroétkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w 2 egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajgce teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzadzac¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutow) w 2 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywac na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawaé¢ na odwrocie — otéwkiem. Numeracjg nalezy objg¢
rysunki i fotografie tacznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakonczeniu nalezy podac¢ wykaz literatury, wymieniajgc kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(Sl).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé otoéwkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych' uwazany jest za
réwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwg
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytutu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zespdt Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na réwne czesci.
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